International Journal of Science and Technology ISSN 3030-3443  Volume 03, Issue 04 March 2026

METALLOKSID YUPQA PLYONKALAR ASOSIDA METALL-
DIELEKTRIK - YARIMO‘TKAZGICH TUZILMALAR TAYYORLASH VA
ULARNING FIZIK XOSSALARI

Solijonov Davronbek Otabek o‘g‘li
Andijon Davlat Universiteti

A’zamjonova Gulyora Nodirbek qizi
Namangan Davlat Universiteti

e-mail: solijonovdavronbek38@gmail.com

ANNOTATSIYA Mazkur magolada metalloksid yupga plyonkalar asosida metall—
dielektrik—yarimo‘tkazgich (MDY) tuzilmalarni tayyorlash texnologiyalari hamda
ularning fizik xossalarini tadqiq etish masalalari ko‘rib chiqiladi. Hozirgi kunda
mikroelektronika, optoelektronika va nanoteknologiya sohalarining jadal rivojlanishi
yuqori sifatli yupga plyonkali materiallar va ular asosida yaratiladigan ko‘p qatlamli
tuzilmalarga bo‘lgan talabni keskin oshirmoqda. Ayniqgsa, metalloksid asosidagi yupqa
plyonkalar yuqori dielektrik doimiysi, termik barqgarorligi, kimyoviy mustahkamligi
hamda elektr xossalarining keng diapazonda boshqgarilishi mumkinligi bilan ilmiy va
amaliy jihatdan katta qiziqish uyg‘otmoqda.Tadqiqotda metall-dielektrik—
yarimo ‘tkazgich tuzilmalarning shakllanish jarayoni, ularni tayyorlashda qo‘llaniladigan
zamonaviy texnologiyalar hamda plyonkaning strukturaviy, morfologik va elektr
xossalariga ta’sir etuvchi omillar tahlil gilinadi. Metalloksid yupqa plyonkalarni hosil
qilishda atom qatlamli cho‘ktirish, kimyoviy bug® fazasida cho‘ktirish, sol-gel
texnologiyasi, termik oksidlanish va boshga fizik-kimyoviy usullar keng qo‘llanilishi
mumbkinligi ko‘rsatib o‘tiladi. Ushbu usullar orqali olingan plyonkalar galinligi nanometr
darajasida bo‘lib, ular yuqori bir xillik, sirt tekisligi va yaxshi kristall tuzilishga ega
bo‘lishi mumkin.

Kalit so’zlar. Metalloksid yupga plyonkalar, metall-dielektrik—yarimo‘tkazgich
tuzilmalari, MDY strukturalar, yupqa plyonka texnologiyasi, atom qatlamli cho‘ktirish
(ALD), kimyoviy bug‘® fazasida cho‘ktirish (CVD), sol-gel texnologiyasi, termik
oksidlanish, nanostrukturalar, yarimo ‘tkazgich materiallar, dielektrik materiallar, kristall
tuzilish, sirt morfologiyasi, elektr xossalari, fizik xossalar, galinligi nanometr darajasidagi
plyonkalar, epitaksiya, yarimo‘tkazgich qurilmalar, mikroelektronika, nanoelektronika,
optoelektronika, ko‘p qatlamli tuzilmalar, zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi, elektr
o‘tkazuvchanlik, dielektrik doimiysi.

ANNOTATION This article discusses the technologies for the fabrication of metal—
dielectric—semiconductor (MDS) structures based on metal oxide thin films and the
investigation of their physical properties. At present, the rapid development of
microelectronics, optoelectronics, and nanotechnology has significantly increased the
demand for high-quality thin-film materials and multilayer structures created on their
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basis. In particular, metal oxide—based thin films attract considerable scientific and
practical interest due to their high dielectric constant, thermal stability, chemical
resistance, and the possibility of controlling their electrical properties over a wide
range.The study analyzes the formation processes of metal—dielectric—semiconductor
structures, modern technologies used for their fabrication, and the factors affecting the
structural, morphological, and electrical properties of the films. It is shown that various
physical and chemical methods can be used to produce metal oxide thin films, including
atomic layer deposition, chemical vapor deposition, sol-gel technology, thermal
oxidation, and other related techniques. The films obtained by these methods have
thicknesses at the nanometer scale and can exhibit high uniformity, smooth surface
morphology, and well-defined crystalline structures.

Keywords. Metal oxide thin films, metal-dielectric—semiconductor structures,
MDS structures, thin film technology, atomic layer deposition (ALD), chemical vapor
deposition (CVD), sol-gel technology, thermal oxidation, nanostructures, semiconductor
materials, dielectric materials, crystal structure, surface morphology, electrical properties,
physical properties, nanometer-scale thin films, epitaxy, semiconductor devices,
microelectronics, nanoelectronics, optoelectronics, multilayer structures, charge carrier
concentration, electrical conductivity, dielectric constant.

AHHOTAIUSA B naHHOW cTarbe paccMaTpPUBAKOTCSA TEXHOJIOTMU TOJIYYEHUS
CTPYKTYP MeETaJUI—TuIeKTpUK—ToaynpoBoaHuK (M/II1) Ha OoCHOBE TOHKHX TIJICHOK
MCTAJNIOKCHUIOB, a TaKiKC BOIIPOCBI HCCICIOBAHHA HX (i)I/IBI/I‘{eCKI/IX cBolicTB. B
HACTOAIICC BPEMA CTPEMUTCIIBHOC PAa3BUTUC MHUKPOSJICKTPOHUKH, OINTOIJICKTPOHHUKH U
HAHOTEXHOJOTUHN SHAUYUTCIIBHO YBCIIMYNBACT CIIpocC Ha BBICOKOKAQUCCTBCHHEIC
TOHKOINJIICHOYHBIC MAaTCPHAJIbI U MHOTOCJIOMHEIE CTPYKTYPbI, CO3/1aBaACMbIC Ha KX OCHOBC.
B YaCTHOCTH, TOHKHC IINICHKHM Ha OCHOBC OKCHAOB MCTAJIJIOB BBI3BIBAIOT OOJIBIIION
HAy4YHBIH W TMPAKTUYECKUNA UWHTEpec Orjarogapsi BBICOKOH JAMAIEKTPUUYECKOMN
MIPOHUIIAEMOCTH, TEPMUUYECKON CTAOMIIBHOCTH, XUMHUYECKON YCTOMYHMBOCTH, a TaKKe
BO3MOKHOCTH YIIPABJICHUA HUX SJICKTPUYCCKUMHU CBOMCTBaMH B IMUPOKOM ,Z[I/IaHaBOHe.B
paboTe aHANM3HUPYIOTCA Mpouecchl (GOPMHUPOBAHUSA CTPYKTYP METALI—AUJICKTPUK—
MMOJYIIPOBOAHUK, COBPCMCHHLBIC TCXHOJIOTMHM HX TIIOJIYYCHHUS, a TaKXKE (baKTOpBI,
BIIMSIIOIIIE HA CTPYKTYpHBIC, MOP(HOJIOTHYECKUE U DJICKTPUYECKUE CBOWCTBA TOHKHX
IIJICHOK. HOKa3aHO, qTO I IOJYYCHHS TOHKHX IINICHOK MCTAJVIOKCHAOB MIIMPOKO
INPUMCHAIOTCA TAKMC MCTOAbI, KAK aTOMHO-CJIOCBOC OCAXKACHNC, XUMHUYCCKOC OCAXKICHUC
13 MapoBoM (pa3bl, TEXHOJOTHUS COJI-TEIb, TEPMUUECKOE OKHCIICHHE U JAPyrue (Pu3HuKo-
XUMHUYECCKUEC MCTOIBI. HJ’IGHKI/I, IMNOJIYYCHHBIC JaHHBIMHU MCTOAAMH, UMCIOT TOJIIIMHY Ha
HAaHOMETPOBOM YpPOBHE M MOTYT 00JajaTh BBICOKOH OJHOPOJHOCTHIO, TJIAJIKOCTHIO
MOBEPXHOCTH U XOPOILIEN KPUCTALIMYECKON CTPYKTYPOU.

KuaroueBble cjI0Ba. TOHKHE IUICHKH OKCHJI0B MCTAJIOB, CTPYKTYPbl MCTAJlJI—
TASJIEKTPUK—TIONYITPOBOAHUK, M/III-CTpyKTYyphl, TEXHOJIOTHS TOHKUX IJIEHOK, ATOMHO-
cioeBoe ocaxxaenue (ALD), xumudeckoe ocaxxaenue u3 mapooii ¢asel (CVD), con-rensb
TCXHOJIOTUs, TEPMHUYECKOC OKHCJICHHME, HaAHOCTPYKTYphbl, MOJYIPOBOJHUKOBBIC
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MaTepUabl, TUIICKTPUUECKUE MATepUAIIbl, KPUCTAIUTUYECKas: CTPYKTypa, Mopdororus
MOBEPXHOCTH, SJIEKTPHUUECKHE CBONCTBA, PU3NUECKUE CBOMCTBRA, TUICHKH HAHOMETPOBOM
TOJIIIMHBI,  AOUTAKCHS, TMOJYHNPOBOAHUKOBBIE  MPUOOPBI,  MHUKPOIIEKTPOHUKA,
HAHOXJICKTPOHUKA, ONTO3JIEKTPOHMKA, MHOTOCIOWHBIE CTPYKTYpPbl, KOHLEHTpALUs
HOCHTEJIEH 3apsAJ1a, JIEKTPUYECKAs IPOBOAMMOCTD, JUAIEKTPUUECKAs IPOHULIAEMOCTD.

KIRISH

So‘nggi yillarda mikroelektronika, nanoelektronika va optoelektronika sohalarining
jadal rivojlanishi yangi funksional materiallar hamda ular asosida yaratiladigan yuqori
samarali elektron qurilmalarga bo‘lgan talabni sezilarli darajada oshirdi. Aynigsa, yupqa
plyonka texnologiyasi zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning muhim yo ‘nalishlaridan
biri hisoblanadi. Yupqa plyonkalar asosida yaratiladigan ko‘p gqatlamli tuzilmalar
elektronika, energetika, sensor texnologiyalari, optik qurilmalar hamda yarimo‘tkazgich
texnologiyalarida keng qo‘llanilmogda. Bunday materiallar orasida metall oksidlari
asosidagi yupga plyonkalar alohida ahamiyat kasb etadi.Metalloksid yupga plyonkalar
yugori kimyoviy bargarorlik, yaxshi mexanik mustahkamlik, yuqori dielektrik doimiysi
va elektr xossalarining boshqgariluvchanligi bilan ajralib turadi. Shu sababli ular metall-
dielektrik—yarimo‘tkazgich (MDY) tuzilmalarini yaratishda muhim material sifatida keng
qo‘llaniladi. MDY tuzilmalar zamonaviy yarimo‘tkazgich qurilmalarining asosiy
clementlaridan biri bo‘lib, ular tranzistorlar, kondensatorlar, integral sxemalar hamda
turli xil sezgir sensor qurilmalarini yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu tuzilmalar
orgali zaryad tashuvchilar harakatini boshgarish, elektr maydonini tartibga solish va
qurilmaning umumiy samaradorligini oshirish mumkin. Yupga plyonkali tuzilmalarni
o‘rganishda ularning fizik xossalarini, xususan elektr o‘tkazuvchanligi, dielektrik
xususiyatlari, zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi va harakatchanligini aniglash muhim
ahamiyatga ega. Bundan tashqari, plyonkaning qgalinligi, kristall tuzilishi, sirt silligligi va
substrat bilan hosil gilgan interfeysining sifati ham tuzilmaning umumiy ishlash
xususiyatlariga katta ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli metalloksid yupga plyonkalar
asosidagi MDY tuzilmalarini kompleks ravishda tadqiqg etish zamonaviy
materialshunoslik va yarimo‘tkazgich texnologiyasining dolzarb masalalaridan biri
hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Metalloksid yupqa plyonkalar zamonaviy materialshunoslik va yarimo‘tkazgich
texnologiyalarining muhim yo ‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ular yuqori elektr, optik va
mexanik xossalari tufayli ko‘plab ilmiy tadqiqotlar markazida turibdi. Aynigsa, metall—
dielektrik—yarimo‘tkazgich (MDY) tuzilmalarini yaratishda metalloksid asosidagi yupqa
plyonkalar keng qo‘llaniladi. Bunday tuzilmalar yarimo‘tkazgich qurilmalari,
tranzistorlar, integral sxemalar hamda turli xil sensor elementlarini ishlab chigishda
muhim rol o‘ynaydi. Metalloksid yupqa plyonkalar yordamida yaratilgan tuzilmalar
elektr maydonini boshqgarish, zaryad tashuvchilar harakatini tartibga solish hamda
qurilmaning ish samaradorligini oshirish  imkonini beradi.Metalloksid yupqga
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plyonkalarni tayyorlash uchun turli xil fizik va kimyoviy texnologiyalar qo‘llaniladi.
Ulardan eng keng targalganlari atom gatlamli choktirish (ALD), kimyoviy bug* fazasida
cho‘ktirish (CVD), fizik bug* fazasida cho‘ktirish (PVD), sol-gel texnologiyasi hamda
termik oksidlanish usullaridir. Atom qatlamli cho‘ktirish usuli nanometr darajasidagi
qalinlikka ega bo‘lgan juda aniq va bir tekis plyonkalarni hosil gilish imkonini beradi. Bu
usul aynigsa murakkab shakldagi nanostrukturalar sirtini qoplashda yugori
samaradorlikka ega. Kimyoviy bug‘ fazasida cho‘ktirish usuli esa yuqori sifatli kristall
tuzilishga ega plyonkalarni olish imkonini beradi. Sol-gel texnologiyasi esa nisbatan
oddiy va iqtisodiy jihatdan samarali usul bo‘lib, u orqali metall oksid plyonkalarini eritma
muhitida hosil gilish mumkin.Metalloksid yupqa plyonkalarning fizik xossalari ko‘plab
omillarga bog‘liq bo‘ladi. Jumladan, plyonkaning qalinligi, kristall tuzilishi, donalar
o‘Ichami, sirt morfologiyasi va substrat bilan hosil qilgan interfeys xususiyatlari muhim
rol o‘ynaydi. Plyonka galinligi nanometr darajasida bo‘lgani sababli sirt hodisalari va
kvant effektlari kuchli namoyon bo‘ladi. Bu esa materialning elektr va optik xossalariga
sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli yupqga plyonkalarning strukturaviy xususiyatlarini
batafsil o‘rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega.Metall-dielektrik—yarimo‘tkazgich
tuzilmalarida metall gatlam elektr kontakt vazifasini bajaradi, dielektrik gatlam esa
yarimo‘tkazgich yuzasida elektr maydonini boshqgarish uchun xizmat qiladi.
Yarimo‘tkazgich qatlam esa asosiy zaryad tashuvchilar harakati sodir bo‘ladigan faol
muhit hisoblanadi. Ushbu uch gatlamning o°zaro ta’siri natijasida tuzilmaning umumiy
elektr xossalari shakllanadi. Masalan, dielektrik gatlamning sifati va galinligi zaryad
tashuvchilarning  tunnellanish  ehtimoli  hamda interfeysdagi  zaryadlarning
tagsimlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.Metalloksid yupga plyonkalar asosida
yaratilgan MDY tuzilmalarining muhim xossalaridan biri ularning elektr
o‘tkazuvchanligi va dielektrik xususiyatlaridir. Ushbu xususiyatlar material tarkibi,
kristall tuzilishi hamda tayyorlash sharoitlariga bog‘liq ravishda o‘zgarishi mumkin.
Masalan, plyonka tarkibidagi nugsonlar yoki kislorod vakansiyalari zaryad tashuvchilar
konsentratsiyasining oshishiga olib keladi. Bu esa materialning elektr o‘tkazuvchanligiga
bevosita ta’sir giladi. Shu bilan birga, sirt morfologiyasi va donalar chegaralari ham
zaryad tashuvchilarning harakatiga ta’sir ko‘rsatadi.Yupqga plyonkalarni tadqiq qilishda
zamonaviy tahlil usullari keng qo‘llaniladi. Masalan, rentgen difraksiyasi (XRD)
yordamida plyonkaning kristall tuzilishi va fazaviy tarkibi aniglanadi. Atom-kuch
mikroskopiyasi (AFM) va skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) yordamida esa sirt
morfologiyasi va donalar o‘lchami o‘rganiladi. Elektr xossalarini aniglash uchun volt-
amper xarakteristikasi, sig‘im—kuchlanish (C—V) o‘lchovlari hamda Hall effekti usullari
qo‘llaniladi. Ushbu wusullar yordamida zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi,
harakatchanligi hamda materialning elektr o‘tkazuvchanligi haqida muhim ma’lumotlar
olinadi. Metalloksid yupga plyonkalar asosidagi MDY tuzilmalar zamonaviy
texnologiyada keng qo‘llanilish imkoniyatiga ega. Ular yarimo‘tkazgich tranzistorlari,
quyosh elementlari, gaz sensorlari, optik goplamalar hamda turli xil nanoelektron
qurilmalar ishlab chigarishda muhim material sifatida qo‘llanilmoqda. Bunday tuzilmalar
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yuqori sezgirlik, bargarorlik va energiya samaradorligi bilan ajralib turadi. Shu sababli
metalloksid yupga plyonkalar asosidagi MDY tuzilmalarini o‘rganish va ularning fizik
xossalarini  chuqur tahlil qilish zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning dolzarb
yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

NATIJALAR

Metall-dielektrik—yarimo‘tkazgich (MDY tuzilmalarini tayyorlashda metalloksid
asosidagi yupga plyonkalar muhim ahamiyatga ega. Bunday materiallarning asosiy fizik
xossalariga dielektrik doimiysi va tagiglangan zona kengligi kiradi. Kremniy dioksid
(Si02) eng keng qo‘llaniladigan dielektrik materiallardan biri bo‘lib, uning
dielektrikMetall-dielektrik—yarimo‘tkazgich ~ (MDY) tuzilmalarini  tayyorlashda
metalloksid asosidagi yupga plyonkalar muhim ahamiyatga ega. Bunday materiallarning
asosliy fizik xossala doimiysi taxminan 3.9 ga, tagiglangan zona kengligi esa 8-9 eV ga
teng. Shu sababli u integral mikrosxemalar va MOS tranzistorlarda izolyatsion gatlam
sifatida keng qo‘llaniladi. Alyuminiy oksid (Al2Os) ning dielektrik doimiysi 8-10
atrofida, taqiqlangan zona kengligi esa taxminan 8.7 eV bo‘lib, u yuqori barqaror
dielektrik qatlam va passivatsiya qoplamalari sifatida ishlatiladi. Titan oksid (TiO2)
yugori dielektrik doimiysi (40-80) va 3.0-3.2 eV tagiglangan zona kengligi bilan ajralib
turadi hamda sensorlar, optoelektron qurilmalar va quyosh elementlarida qo‘llaniladi.
Rux oksid (ZnO) esa 8-9 dielektrik doimiysi va 3.3 eV tagiglangan zona kengligiga ega
yarimo‘tkazgich material bo‘lib, gaz sensorlari, shaffof elektrodlari va optoelektron
qurilmalarda keng foydalaniladi. Shu tariga, ushbu metalloksidlarning fizik xossalari
MDY tuzilmalarining elektr va funksional parametrlarini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi.

Metall oksid Dielektrik doimiysi Tagiglangan zona (eV) | Qo'llanilishi

Si02 39 8-9 MDY strukturalarda izolyator
Al203 8-10 1 Mikroelektronika

Ti02 30-100 3.0-32 Sensorlar

Zn0 8-9 33 Optoelektronika

1-jadval. Ba’zi metalloksidlarning fizik xossalari

Elckur \.oif\';z

Plyonka galinligi

1-diagramma. Plyonka qalinligining fizik xossalariga ta’siri(sxematik grafik)
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Yugoridagi diagrammada metalloksid yupga plyonkaning galinligi bilan uning
elektr xossalari o‘rtasidagi bog‘liglik tasvirlangan. Ma’lumki, yupqa plyonkaning
qalinligi o‘zgarishi bilan uning elektr parametrlari ham o‘zgaradi. Juda yupqa qatlamlarda
zaryad tashuvchilarning sirt bilan o‘zaro ta’siri kuchli bo‘ladi va bu elektr
o‘tkazuvchanlikning pasayishiga yoki barqaror bo‘lmasligiga olib kelishi mumkin.
Plyonka galinligi ortib borgani sari materialning kristall tuzilishi yaxshilanadi, nugsonlar
ta’siri kamayadi va natijada elektr xossalari barqarorlashadi. Shu bilan birga, ma’lum bir
optimal qalinlikdan keyin elektr parametrlardagi o‘zgarishlar sekinlashadi. Demak,
plyonka galinligi metall-dielektrik—yarimo‘tkazgich tuzilmalarining elektr xossalarini
shakllantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi.

MUHOKAMA

Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, metalloksid plyonkalarning qalinligi va ularni
hosil gilish texnologiyasi MDY tuzilmalarning elektr hamda fizik xossalariga sezilarli
darajada ta’sir ko‘rsatadi. Plyonkaning bir jinsli bo‘lishi, kristall tuzilishining barqarorligi
va sirtning tekisligi qurilmaning ishlash samaradorligini oshiradi. Agar plyonka yuzasida
nugsonlar yoki g‘ovakliklar mavjud bo‘lsa, bu holat yarimo‘tkazgich bilan chegarada
qo‘shimcha zaryad markazlari paydo bo‘lishiga olib keladi. Natijada, qurilmaning elektr
xossalari yomonlashadi va ogim oqish jarayonlari ortadi.MDY tuzilmalarining muhim
xususiyatlaridan biri bu ularning sig‘im-kuchlanish (C—V) xarakteristikalari hisoblanadi.
Tadgigot natijalarida aniglanishicha, metalloksid plyonkalarining dielektrik doimiysi
yugori bo‘lishi qurilmaning umumiy sig‘imini oshiradi hamda yarimo‘tkazgich yuzasida
zaryadlarning gayta tagsimlanishiga ta’sir qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, maydoniy
tranzistorlar va boshqa yarimo‘tkazgich qurilmalarining ishlash parametrlarini
yaxshilashga xizmat qiladi.Shuningdek, metalloksid plyonkalarning yarimo‘tkazgich
sirtiga yaxshi yopishishi va kimyoviy bargarorligi ham muhim omillardan biri
hisoblanadi. Agar dielektrik gatlam bilan yarimo‘tkazgich orasida reaksiyalar sodir
bo‘lsa, chegaraviy qatlamda qo‘shimcha energiya holatlari hosil bo‘ladi. Bu holat
elektronlarning harakatiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, qurilmaning barqaror ishlashini
pasaytiradi.Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, metalloksid asosidagi yupqa plyonkalar
MDY tuzilmalarda yuqori sifatli dielektrik gatlam sifatida foydalanish uchun katta
imkoniyatlarga ega. Aynigsa, yuqori dielektrik o‘tkazuvchanlikka ega materiallardan
foydalanish nanoo‘lchamli elektron qurilmalar yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Bunday tuzilmalar zamonaviy mikroelektronika, optoelektronika hamda sensor
texnologiyalarida keng qo‘llanishi mumkin.Umuman olganda, olio borilgan tadgiqotlar
metalloksid yupga plyonkalarning fizik xossalari MDY tuzilmalarning elektr
parametrlarini shakllantirishda asosiy rol o‘ynashini ko‘rsatdi. Shu sababli, bunday
plyonkalarni hosil gilish texnologiyasini takomillashtirish va ularning strukturaviy
xususiyatlarini chuqur o‘rganish kelajakdagi ilmiy izlanishlar uchun muhim
yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.
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XULOSA

Xulosa qilib aytganda, metalloksid asosidagi yupga plyonkalar metall-dielektrik—
yarimo‘tkazgich (MDY) tuzilmalarini yaratishda muhim materiallar hisoblanadi.
Tadqiqot natijalaridan ko‘rinib turibdiki, SiO., ALOs;, TiO: va ZnO kabi
metalloksidlarning dielektrik doimiysi hamda tagiglangan zona kengligi ularning elektr
va funksional xossalariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu materiallar yugori izolyatsion
xususiyatlari, kimyoviy va termik bargarorligi bilan mikroelektronika va optoelektronika
qurilmalarida keng qo‘llanilmogda. Shuningdek, yupqa plyonkaning galinligi ham uning
elektr xossalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniglanadi. Qalinlik ortishi bilan elektr
parametrlar barqgarorlashadi va qurilma samaradorligi yaxshilanadi. Shu sababli
metalloksid yupga plyonkalarni tayyorlash jarayonida ularning fizik xossalarini hamda
optimal qalinlik parametrlarini aniglash zamonaviy yarimo‘tkazgich qurilmalarini
yaratishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1.Sze S.M., Ng K.K. Physics of Semiconductor Devices. — New Jersey: John Wiley
& Sons, 2007.

2.0hring M. Materials Science of Thin Films. — San Diego: Academic Press, 2002.

3.George S.M. Atomic Layer Deposition: An Overview. Chemical Reviews, 2010,
Vol. 110, pp. 111-131,

4.Smith D.L. Thin-Film Deposition: Principles and Practice. — New York: McGraw-
Hill, 1995.

5.Bratvold J.E., et al. Phase and Orientation Control of NiTiOs Thin Films. Thin
Film Materials Journal, 2019.

6.Xu X., et al. Influence of Carrier Gas on a-Ga2Os Thin Films Grown by Mist
Chemical Vapor Deposition. Applied Surface Science, 2018.

7.Duparc Q., et al. Atomic Layer Deposition of GdCoOs and Gdo.sCao.1CoOs Thin
Films. Journal of Materials Science, 2017.

8.Singh R., et al. Metal Oxide Thin Films for Electronic and Optoelectronic
Applications. Materials Science in Semiconductor Processing 2016.

9.Chen F., et al. Structural and Electrical Properties of Metal Oxide Thin Films.
Surface and Coatings Technology, 2015.

10.Streetman B.G., Banerjee S. Solid State Electronic Devices. — New York:
Pearson Education, 2014,

Scientific Journal March, 2026 60|Page




